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Beschreibung
Technisches Anwendungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hochfre-
quenzbauteil mit einer Innenleiterstruktur, die mit minde-
stens einem Isolationselement elektrisch gegen einen
Auflenleiter isoliert ist, wobei das Isolationselement die
Innenleiterstruktur mechanisch stitzt.

[0002] In der Hochfrequenztechnik werden haufig
Hochfrequenzbauteile eingesetzt, bei denen eine Innen-
leiterstruktur nicht nur gegen den Aufenleiter isoliert,
sondern auch mechanisch gestitzt werden muss. Bei-
spiele hierflr sind Filter, Koppler, Splitter oder Multiple-
xer.

[0003] So werden bspw. Diplexer zwischen Basissta-
tionen und Mobilfunkantennen eingesetzt, um tber die
Mobilfunkantennen Signale in unterschiedlichen Fre-
quenzbereichen, bspw. fir GSM und UMTS, abstrahlen
zu kdnnen. Der Diplexer fihrt zu einer Einfligedampfung,
die moglichst gering ausfallen sollte. Bei bekannten Di-
plexern ist die Innenleiterstruktur, die die Frequenzwei-
che bildet, in Sandwichbauweise zwischen zwei massive
Platten aus Polytetrafluorethylen (PTFE) eingebettet.
Diese Isolationselemente dienen der elektrischen Isola-
tion der Innenleiterstruktur gegeniiber dem AuRenleiter,
der durch das Gehause des Diplexers gebildet wird oder
in dieses integriert ist. Gleichzeitig dienen die Isolations-
elemente auch der Stuitzung bzw. Fixierung der oftmals
dinnen Innenleiterstruktur im Geh&use, um einen gleich
bleibenden definierten Abstand zum AufRenleiter zu ge-
wahrleisten. Das Material PTFE wird aufgrund seiner ge-
ringen dielektrischen Verluste fiir Hochfrequenzsignale
als Isolationsmaterial genutzt, um die Einfiigedampfung
durch den Diplexer méglichst gering zu halten. Die bei-
den Platten aus PTFE mussen allerdings in der Dicke
sehr genau gefertigt werden, um eine zuverlassige Stiit-
zung bzw. Fixierung der Innenleiterstruktur im Gehause
zu erreichen. Dies erhoht die Kosten fiir die Herstellung
dieser Isolationselemente.

[0004] GB 1030134 beschreibt ein Hoaxia (kable mit
sinem Innenleiter einem Aupenleiter and dimen isolator,
des avs laminierten kvnststottsfreiten besfeht.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein gattungsgemaRes Hochfrequenzbauteil
anzugeben, das eine geringe Einfigedampfung aufweist
und sich kostengtinstig herstellen lasst.

Darstellung der Erfindung

[0006] Die Aufgabe wird mit dem Hochfrequenzbauteil
sowie dem darin verwendeten Isolationselement geman
den Patentanspriichen 1 und 15 geldst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen des Hochfrequenzbauteils bzw. des Isola-
tionselementes sind Gegenstand der Unteranspriiche
oder lassen sich der nachfolgenden Beschreibung sowie
den Ausfiihrungsbeispielen entnehmen.

[0007] Das vorgeschlagene Hochfrequenzbauteil
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weist in bekannter Weise eine Innenleiterstruktur auf, die
mit mindestens einem |solationselement elektrisch ge-
gen einen AuRenleiter isoliert ist, wobei das Isolations-
element die Innenleiterstruktur mechanisch stitzt. Das
Hochfrequenzbauteil zeichnet sich dadurch aus, dass
das Isolationselement aus einer zu einer dreidimensio-
nalen Struktur geformten und durch Sinterung mit dieser
dreidimensionalen Struktur verfestigten Folie eines elek-
trisch isolierenden Materials, vorzugsweise eines Poly-
mermaterials, mit einer Wandstérke gebildet ist, die ge-
ringer als eine durch die dreidimensionale Struktur be-
wirkte Dicke des Isolationselementes ist. Als Isolations-
element wird dabei vorzugsweise eine zu der dreidimen-
sionalen Struktur geformte PTFE-Folie eingesetzt.
[0008] Durch Nutzung der zu der dreidimensionalen
Struktur verfestigten Folie werden die Anforderungen an
die Genauigkeit der Abmessungen des lIsolationsele-
mentes deutlich verringert. Die Dicke dieses Isolations-
elementes kann hierbei etwas gréRer gewahlt werden
als fiir die Einpassung in das Gehduse des Hochfre-
quenzbauteils erforderlich. Durch eine gewisse Feder-
wirkung oder Kompressibilitdt der dreidimensionalen
Struktur I&sst sich das Isolationselement beim Verschlie-
Ben des Gehaduses auf das gerade erforderliche Maf}
zusammendriicken, wobei dann die Stltzung bzw. Fixie-
rung der Innenleiterstruktur, beispielsweise einer Strei-
fenleiterstruktur, optimal gewahrleistet ist. Ein wesentli-
cher weiterer Vorteil der Nutzung der dreidimensionalen
Struktur besteht darin, dass das vom Isolationselement
eingenommene Volumen einen deutlich geringeren An-
teil an Folienmaterial aufweist, als ein massives Bauteil
gleichen Volumens. So kann der Luftanteil innerhalb die-
ses Volumens bis zu 90% und dartber betragen. Auf-
grund des geringen dielektrischen Verlustfaktors von Luft
fur Hochfrequenzstrahlung im Vergleich zu PTFE oder
anderen elektrischen Isolationsmaterialien wird die
Dampfung gegenuber den bekannten Hochfrequenz-
bauteilen mit massiven Isolationselementen reduziert.
Das Gleiche gilt natlrlich auch, wenn im Gehause des
Hochfrequenzbauteils andere Gase eingeschlossen
werden. Das vorgeschlagene Hochfrequenzbauteil weist
damit geringere dielektrische Verluste auf und Iasst sich
aufgrund der geringeren Genauigkeitsanforderungen bei
der Herstellung des oder der Isolationselemente auch
kostengtinstig produzieren.

[0009] Diedreidimensionale Struktur wird bei dem vor-
liegenden Hochfrequenzbauteil vorzugsweise in einer
Wandstarke zwischen 50 pm und 500 wm ausgebildet.
Grundsatzlich ist die Wandstarke jedoch selbstverstand-
lich nicht auf diese Dickenbereiche beschrankt, solange
die Wandstéarke geringer als die Dicke des Isolationsele-
mentes ist. Die mechanische Stabilitat des Isolationsele-
mentes wird bei derart geringen Wandstarken durch die
spezielle Formgebung des Isolationselementes erreicht,
bei der die Folie in der jeweiligen Foliendicke bereitge-
stellt, dreidimensional geformt und in der dreidimensio-
nalen Form durch Sinterung verfestigt wird. Auf diese
Weise werden biegesteife Kanten in der dreidimensio-
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nalen Struktur erhalten, die die mechanische Stabilitat
der Struktur erhéhen.

[0010] Diese Technik wird im Folgenden anhand des
bevorzugten Materials PTFE zur Herstellung der dreidi-
mensionalen Struktur noch naher erlautert, da insbeson-
dere PTFE aufgrund seiner hohen Schmelzviskositat
nicht fur die gdngigen Techniken der Kunststoffverarbei-
tung zur Herstellung dreidimensional geformter Bauteile
geeignet ist. Bei diesem Verfahren wird ein Abschnitt ei-
ner ungesinterten PTFE-Folie zwischen einen Stempel
und eine Matrize gebracht, die eine Oberflachenstruktur
fur eine dreidimensionale Formung der Folie aufweisen.
Der Abschnitt der Folie wird dann durch Zusammenwir-
ken von Stempel und Matrize in einer durch die Oberfla-
chenstruktur vorgegebenen dreidimensionalen Form ge-
halten, wahrend er auf die Sintertemperatur von PTFE
aufgeheizt und durch Sinterung in der dreidimensionalen
Form dauerhaft verfestigt wird. Anschliefend wird der
dreidimensional geformte und verfestigte Abschnitt der
Folie abgekihilt.

[0011] Ineiner besonders bevorzugten Ausgestaltung
erhalt das dreidimensional geformte Isolationselement
durch eine geschlossene, spezielle Formgebung im Sin-
terprozess - die Kombination von biegesteifen Kanten in
der Ebene der wirksamen Belastung und einer radial-
symmetrischen Konturierung transversal zur wirksamen
Belastung - eine vielfach hdhere Form- und Langzeitsta-
bilitat, als die dinne Rohfolie selbst sowie in offener
Formgebung gesinterte dreidimensionale Bauteile auf-
weisen. Biegesteife Kanten in der wirksamen Bela-
stungsebene generieren eine hohere Formstabilitat bei
identischer Belastung als andere Konturen. Die ge-
schlossene, radialsymmetrische Formgebung senkrecht
zur wirksamen Belastung erzeugt einen Spannungsauf-
bau in Richtung des Konturumfangs der biegesteifen
Kanten ohne die Ausbildung von Spannungsspitzen.
Diese Formgebung reduziert oder eliminiert den Memo-
ry-Effekt und fihrt zu einer langzeit- und bis zu einem
kritischen Punkt temperaturstabilen Geometrie des drei-
dimensionalen Bauteils mit sehr diinnen Wandstarken
aus gesinterten Polymer-Folien.

[0012] Zur deutlichen Reduzierung der dielektrischen
Verluste gegenlber einem massiven Isolationselement
ist die dreidimensionale Struktur vorzugsweise so aus-
gebildet, dass der Anteil an dem eingesetzten elektrisch
isolierenden Material an dem vom Isolationselement ein-
genommenen Volumen < 25%, besonders bevorzugt <
10% betragt. Diese Forderung lasst sich Giber die Wand-
starke sowie den Verlauf der dreidimensionalen Struktur
in gewissen Grenzen einstellen. Die dreidimensionale
Struktur kann hierbei in einfachen Féllen lediglich in einer
Richtung zick-zack-férmig oder wellenférmig verlaufen.
Grundsétzlich wechseln bei der bevorzugten Struktur
Vertiefungen und Erhéhungen einander ab, die bspw.
auch konzentrisch um ein Zentrum ausgebildet sein kdn-
nen. Die héchsten Bereiche der Erhebungen bzw. die
tiefsten Bereiche der Vertiefungen kénnen hierbei belie-
bige Formen aufweisen, insbesondere rund oder eckig
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oder auch als plane Bereiche ausgebildet sein. Der Ab-
stand der Vertiefungen bzw. Erhéhungen zueinander
kann konstant sein oder je nach Bedarf variieren. Wei-
terhin sind selbstverstandlich auch komplexere dreidi-
mensionale Strukturen mdglich, solange diese noch die
erforderliche Stitzfunktion der Innenleiterstruktur ge-
wabhrleisten.

[0013] Vorzugsweise wird der Aufdenleiter durch das
Gehause des Hochfrequenzbauteils gebildet oder ist an
der Innenseite dieses Gehauses angebracht, bspw. als
metallische Schicht. Bei Hochfrequenzbauteilen in einer
Sandwichbauweise, bei dem die Innenleiterstruktur zwi-
schen zwei Isolationselementen angeordnet ist, wird vor-
zugsweise jedes dieser Isolationselemente gemafR der
vorliegenden Erfindung ausgebildet. Hierbei kann das ei-
ne Isolationselement eine andere Struktur aufweisen als
das andere Isolationselement. Weiterhin kénnen iden-
tisch strukturierte Isolationselemente auch um 90° oder
einen anderen Winkel um eine Achse in Dickenrichtung
gegeneinander verdreht im Hochfrequenzbauteil ange-
ordnet sein, um dadurch die mechanische Stltzung der
Innenleiterstruktur zu verbessern.

[0014] Die vorliegende Erfindung lasst sich fir unter-
schiedliche gattungsgemaRe Hochfrequenzbauteile ein-
setzen. Die Funktion des Bauteils ist dabei unerheblich,
solange ein oder mehrere entsprechende Isolationsele-
mente zur elektrischen Isolation und gleichzeitigen Stut-
zung der Innenleiterstruktur erforderlich sind. Dies betrifft
vor allem passive Hochfrequenzbauteile, wie Diplexer
bzw. Multiplexer, HF-Koppler oder HF-Splitter, Hochfre-
quenZfilter, usw. Grundséatzlich ist auch der Einsatz des
vorgeschlagenen Isolationselementes zur Stiitzung der
Innenleiterstruktur (und daran angeordneter elektrischer
Bauelemente) in aktiven Hochfrequenzbauteilen mog-
lich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0015] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-

hand von Ausflihrungsbeispielen in Verbindung mit den
Zeichnungen nochmals kurz erlautert. Hierbei zeigen:

Fig. 1  ein Beispiel fiir einen Aufbau eines erfindungs-
gemalen Hochfrequenzbauteils;

Fig. 2 ein Beispiel fir den Aufbau eines der Fig.1 ver-
gleichbaren Hochfrequenzbauteils gemafl dem
Stand der Technik;

Fig. 3 ein erstes Beispiel fur die dreidimensionale
Struktur eines Isolations-elementes;

Fig. 4 ein zweites Beispiel flr die drei-dimensionale
Struktur eines Isolations-elementes; und

Fig. 5 ein Beispiel fur die Herstellung des dreidimen-

sional geformten Isolations-elementes.
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Wege zur Ausfiihrung der Erfindung

[0016] InFigur 1 ist schematisch ein Beispiel eines er-
findungsgemaRen Hochfrequenzbauteils dargestellt,
das in diesem Beispiel als Diplexer 1 ausgebildet ist. Die
fur die Realisierung eines Diplexers erforderliche Innen-
leiterstruktur 2 ist hierbei nur stark schematisiert ange-
deutet. Dem Fachmann ist das Design einer derartigen
Innenleiterstruktur fir die Ausbildung eines Diplexers ge-
laufig. Im linken Teil der Figur ist der Diplexer 1im Quer-
schnitt senkrecht zur Innenleiterstruktur 2, im rechten Teil
im Schnitt durch die Ebene der Innenleiterstruktur 2 zu
erkennen. Das Gehause 3 des Diplexers bildet den Au-
Renleiter. Im rechten Teil der Figur sind der Ausgang 6
und die Eingange 7 des Diplexers 1 angedeutet. Gemal
der vorliegenden Erfindung ist die Innenleiterstruktur 2
zwischen zwei

[0017] Isolationselementen 4, 5 eingebettet, die einer-
seits der elektrischen Isolation zwischen der Innenleiter-
struktur 2 und dem Gehdause 3 als AuRenleiter und zum
anderen der mechanischen Stiitzung der Innenleiter-
struktur 2 dienen. Die beiden Isolationselemente 4, 5 sind
in diesem Beispiel aus einer zu einer dreidimensionalen
Struktur geformten PTFE-Folie 10 einer Dicke von 100
wm gebildet, die durch Sinterung in der Form der dreidi-
mensionalen Struktur verfestigt wurde. Die Innenleiter-
struktur 2 wird durch diese dreidimensionalen Strukturen
gestitzt, wie dies im linken Teil der Figur 1 zu erkennen
ist. Aufgrund der Federwirkung der dreidimensionalen
Strukturen kann die Dicke jedes Isolationselementes 4,
5 etwas grofer als der Abstand zwischen Innenleiter-
struktur 2 und Gehauseinnenwandung gewahlt werden,
wobei dann die Isolationselemente 4, 5 beim Schliel3en
des Gehauses 3 leicht zusammengedriickt werden. Dies
ermdglicht eine gute Fixierung bzw. Stiitzung der Innen-
leiterstruktur 2 und reduziert die Genauigkeitsanforde-
rungen an die Herstellung der Isolationselemente 4, 5
erheblich.

[0018] Fig. 2 zeigtim Vergleich hierzu eine Ausgestal-
tung eines derartigen Diplexers 1 gemafR dem Stand der
Technik, bei dem die beiden Isolationselemente aus
massiven PTFE-Platten 8, 9 gebildet sind. Zur zuverlas-
sigen Stitzung der Innenleiterstruktur 2 missen diese
PTFE-Platten 8, 9 in der Dicke sehr genau gefertigt wer-
den. Weiterhin verursachen die massiven PTFE-Platten
trotz der geringen dielektrischen Verluste von PTFE eine
deutlich gréere Dampfung der Hochfrequenzsignale als
die Isolationselemente 4, 5 der Figur 1, bei denen zwi-
schen der Innenleiterstruktur 2 und dem Gehéause 3 ein
sehr hoher Luftanteil vorhanden ist. Luft verursacht ge-
ringere dielektrische Verluste der Hochfrequenzsignale
als PTFE, so dass die Ausgestaltung gemaf Figur 1 zu
einer geringeren Einfligedampfung flhrt.

[0019] Figur 3 zeigt schliellich ein Beispiel einer még-
lichen dreidimensionalen Struktur der Isolationselemen-
te 4 bzw. 5, im linken Teil der Figur im Querschnitt, im
rechten Teil der Figur in Draufsicht. In diesem Beispiel
ist die PTFE-Folie 10 so geformt, dass sie konzentrische
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Vertiefungen und Erhéhungen um einen zentralen Be-
reich bildet, die durch flache Plateaus abgeschlossen
sind. Die Abstande der Erhebungen bzw. Vertiefungen
kénnen hierbei je nach Anwendungsfall unterschiedlich
gewahltwerden, um die jeweilige Stutzfunktion zuverlas-
sig zu erflllen. Diese Stutzfunktion hangt auch von der
Dicke bzw. Eigentragfahigkeit der Innenleiterstruktur ab.
[0020] Einweiteres Beispiel einer Ausgestaltung eines
derartigen Isolationselementes 4, 5 zeigt Figur 4. In die-
sem Beispiel ist die PTFE-Folie 10 zur Bildung der drei-
dimensionalen Struktur in einer Richtung wellenartig ge-
formt, wie dies ebenfalls im linken Teil der Figurim Quer-
schnitt und im rechten Teil der Figur in Draufsicht zu er-
kennen ist.

[0021] Es verstehtsich von selbst, dass die Isolations-
elemente des vorgeschlagenen Hochfrequenzbauteils
nicht auf die hier dargestellten Strukturen beschrankt ist.
Vielmehr kdnnen beliebige dreidimensionale Strukturen
genutzt werden, solange durch diese Strukturen die er-
forderliche Stiitzung der Innenleiterstruktur auf der einen
Seite und der erforderliche Abstand zwischen der Innen-
leiterstruktur und dem Auflenleiter gewahrleistet wird.
[0022] Figur5zeigt schlieRlich schematisch einen Ver-
fahrensablauf zur Herstellung eines derartigen, dreidi-
mensional geformten Isolationselementes. Hierbei wird
als Halbzeug eine ungesinterte PTFE-Folie 11 mit einer
Dicke von 100 pm auf einer Rolle 12 bereitgestellt, wie
sie bspw. durch eine Pastenextrusion ohne abschlieen-
de Sinterung erhalten werden kann.

[0023] Die Folie 11 wird mit dem zu formenden Ab-
schnitt 13 zwischen den Stempel 14 und die Matrize 15
einer HeilRpresse 16 gefdrdert, wie dies in der Figur 5a
zu erkennen ist. AnschlieRend werden Stempel 14 und
Matrize 15 in bekannter Weise gegeneinander bewegt,
um den dazwischen liegenden Abschnitt 13 der Folie ent-
sprechend der Oberflachenstruktur von Stempel und Ma-
trize in eine dreidimensionale Form zu bringen (vgl. Figur
5b). Diese Oberflachenstruktur 17 istin Figur 5 nur sche-
matisch angedeutet. Nach dem Zusammenbringen von
Stempel und Matrize wird der Abschnitt 13 der Folie Gber
in Stempel und Matrize integrierte Heizspiralen 18 auf
Sintertemperatur aufgeheizt. Im vorliegenden Beispiel
erfolgt diese Aufheizung auf eine Temperatur im Bereich
zwischen von 350° und 360°C, die fur die Verfestigung
der Folie in der dreidimensionalen Form optimal ist. Bei
dieser Temperatur wird der Folienabschnitt 13 in der drei-
dimensionalen Form durch Sinterung verfestigt, in der er
durch Zusammenwirken von Stempel und Matrize gehal-
ten wird. Eine Aufwendung von hohem Druck ist hierbei
nicht erforderlich. Auch andere Mdglichkeiten der Auf-
heizung sind hierbei moglich, beispielsweise lber ein
HeiRluftgeblase oder induktiv.

[0024] Nach der Verfestigung des Folienabschnitts 13
durch die Sinterung wird der Folienabschnitt 13 abge-
kihlt. Stempel 14 und Matrize 15 werden dann wieder
auseinander bewegt, wie in Figur 5¢ angedeutet ist. An-
schliefend wird die Folie 11 weiter geférdert, so dass
der dreidimensional geformte und verfestigte Abschnitt,
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das dreidimensional geformte Isolationselement 4, aus
der HeiRpresse 16 bewegt wird (Figur 5d). Das fertig ge-
stellte Isolationselement 4 kann durch geeignete Trenn-
verfahren, bspw. durch Stanzen, vom Rest der Folie ab-
getrennt werden.

Bezugszeichenliste

[0025]

1 Diplexer

2 Innenleiterstruktur

3 Gehause

4 oberes Isolationselement
5 unteres Isolationselement
6 Ausgang

7 Eingange

8 untere PTFE-Platte

9 obere PTFE-Platte

10  verfestigte PTFE-Folie
11 ungesinterte PTFE-Folie
12  Rolle

13 Folienabschnitt

14  Stempel

15  Matrize

16  Heilpresse

17 Oberflachenstruktur

18 Heizspiralen
Patentanspriiche

1. Hochfrequenzbauteil mit einer Innenleiterstruktur

(2), die mit mindestens einem Isolationselement (4,
5) elektrisch gegen einen Auf3enleiter isoliert ist, wo-
bei das Isolationselement (4, 5) die Innenleiterstruk-
tur (2) mechanisch stiitzt,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Isolationselement (4, 5) aus einer zu einer
dreidimensionalen Struktur geformten Folie (10) ge-
bildet ist, die durch Sinterung in dieser dreidimen-
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10.

11.

12.

sionalen Struktur verfestigt wurde und aus einem
elektrisch isolierenden Material mit einer Wandstar-
ke gebildet ist, die geringer als eine durch die drei-
dimensionale Struktur bewirkte Dicke des Isolations-
elementes (4, 5) ist.

Hochfrequenzbauteil nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Wandstarke der dreidimensionalen Struk-
tur zwischen 50 wm und 500 um betragt.

Hochfrequenzbauteil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Isolationselement (4, 5) aus einer zu der
dreidimensionalen Struktur geformten PTFE-Folie
(10) gebildet ist.

Hochfrequenzbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet,

dass die dreidimensionale Struktur eine Zickzack-
Form oder einen wellenartige Form aufweist.

Hochfrequenzbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet,

dass die dreidimensionale Struktur in zumindest ei-
ner Richtung abwechselnd Erhéhungen und Vertie-
fungen bildet.

Hochfrequenzbauteil nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet,

dass die dreidimensionale Struktur radialsymme-
trisch ausgebildet ist.

Hochfrequenzbauteil nach einem der Anspriche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet,

dass die Innenleiterstruktur (2) in einer Sandwich-
bauweise zwischen zwei der Isolationselemente (4,
5) eingebettet ist.

Hochfrequenzbauteil nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass die beiden Isolationselemente (4, 5) identische
dreidimensionale Strukturen aufweisen und um ei-
nen Winkel, vorzugsweise um 90°, gegeneinander
verdreht angeordnet sind.

Hochfrequenzbauteil nach einem der Anspriche 1
bis 8, das als Multiplexer, insbesondere als Diplexer,
ausgebildet ist.

Hochfrequenzbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 8, das als HochfrequenZfilter ausgebildet ist.

Hochfrequenzbauteil nach einem der Anspriche 1
bis 8, das als Hochfrequenzkoppler ausgebildet ist.

Hochfrequenzbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 8, das als Hochfrequenzsplitter ausgebildet ist.
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Isolationselement fiir ein Hochfrequenzbauteil nach
einem der Anspriiche 1 bis 12,

das aus einer zu einer dreidimensionalen Struktur
geformten PTFE-Folie (10) gebildet ist, die durch
Sinterung in dieser dreidimensionalen Struktur ver-
festigt wurde und eine Wandstéarke aufweist, die ge-
ringer als eine durch die dreidimensionale Struktur
bewirkte Dicke des Isolationselementes (4, 5) ist.

Isolationselement nach Anspruch 13,
bei dem die Wandstérke der dreidimensionalen
Struktur zwischen 50 pm und 500 wm betragt.

Isolationselement nach Anspruch 13 oder 14, bei
dem die dreidimensionale Struktur eine Zickzack-
Form oder einen wellenartige Form bildet.

Isolationselement nach Anspruch 13 oder 14, bei
dem die dreidimensionale Struktur in zumindest ei-
ner Richtung abwechselnd Erhéhungen und Vertie-
fungen bildet.

Isolationselement nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet,

dass die dreidimensionale Struktur radialsymme-
trisch ausgebildet ist.

Claims

A high-frequency component with an internal con-
ductor structure (2), which is electrically insulated
against an external conductor using at least one in-
sulating element (4, 5), wherein the insulating ele-
ment (4, 5) mechanically supports the internal con-
ductor structure (2), characterised in that

the insulating element (4, 5) is formed from a film
(10) moulded into a three-dimensional structure,
which has been hardened in this three-dimensional
structure by sintering and is formed from an electri-
cally insulating material with a wall thickness smaller
than a thickness of the insulating element (4, 5) pro-
duced by the three-dimensional structure.

The high-frequency component according to claim
1, characterised in that

the wall thickness of the three-dimensional structure
is between 50 pm and 500 pm.

The high-frequency component according to claim
1 or 2, characterised in that

the insulating element (4, 5) is formed from a PTFE
film (10) moulded into the three-dimensional struc-
ture.

The high-frequency component according to one of
the claims 1 to 3, characterised in that
the three-dimensional structure exhibits a zigzag or
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wavelike form.

The high-frequency component according to one of
the claims 1 to 3, characterised in that

the three-dimensional structure forms alternate
peaks and valleys in at least one direction.

The high-frequency component according to claim
4 or 5, characterised in that

the three-dimensional structure is radially-symmet-
rical in design.

The high-frequency component according to one of
the claims 1 to 6, characterised in that

the internal conductor structure (2) is embedded in
a sandwich structure between two of the insulating
elements (4, 5).

The high-frequency component according to claim
7, characterised in that

the two insulating elements (4, 5) exhibit identical
three-dimensional structures and are twisted at an
angle, preferably by 90°, relative to one another.

The high-frequency component according to one of
the claims 1 to 8, which is designed as a multiplexer,
particularly a diplexer.

The high-frequency component according to one of
the claims 1 to 8, which is designed as a high-fre-
quency filter.

The high-frequency component according to one of
the claims 1 to 8, which is designed as a high-fre-
quency coupler.

The high-frequency component according to one of
the claims 1 to 8, which is designed as a high-fre-
quency splitter.

The insulating element for a high-frequency compo-
nent according to one of the claims 1 to 12,

which is formed from a PTFE film (10) moulded into
a three-dimensional structure, which has been hard-
ened into this three-dimensional structure by sinter-
ing and exhibits a wall thickness that is smaller than
a thickness of the insulating element (4, 5) produced
by the three-dimensional structure.

The insulating element according to claim 13,
in which the wall thickness of the three-dimensional
structure is between 50 pm and 500 p.m.

The insulating element according to claim 13 or 14,
in which the three-dimensional structure forms a zig-

zag or wavelike shape.

The insulating element according to claim 13 or 14,
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in which the three-dimensional structure forms alter-
nate peaks and valleys in at least one direction.

The insulating element according to claim 15 or 16,
characterised in that

the three-dimensional structure is radial-symmetri-
cal in design.

Revendications

Composant haute fréquence comportant une struc-
ture de conducteur interne (2), qui est isolée électri-
quement par rapport a un conducteur extérieur par
au moins un élément d’isolation (4,5), dans lequel
I'élément d’isolation (4,5) soutient mécaniquement
la structure de conducteur interne (2),

caractérisé en ce que

I'élément d’isolation (4,5) est formé d’une feuille (10)
fagonnée en une structure en trois dimensions, qui
a été fixée par frittage dans cette structure en trois
dimensions et est formée d’un matériau isolant élec-
triquement avec une épaisseur de paroi, qui est in-
férieure aune épaisseurde I'élément d’isolation (4,5)
induite par la structure en trois dimensions.

Composant haute fréquence selon la revendication
1, caractérisé en ce que

I'épaisseur de paroi de la structure en trois dimen-
sions est comprise entre 50 pm et 500 pm.

Composant haute fréquence selon la revendication
1o0u 2,

caractérisé en ce que

I'élément d’isolation (4,5) est formé d’une feuille de
PTFE (10) faconnée en une structure en trois dimen-
sions.

Composant haute fréquence selon une des reven-
dications 1 a 3,

caractérisé en ce que

la structure en trois dimensions présente une forme
en zigzag ou une forme ondulée.

Composant haute fréquence selon une des reven-
dications 1 a 3,

caractérisé en ce que

la structure en trois dimensions forme dans au moins
une direction des élévations et des renfoncements
en alternance.

Composant haute fréquence selon la revendication
4 0u 5,

caractérisé en ce que

la structure en trois dimensions est réalisée de ma-
niére symétrique radialement.

Composant haute fréquence selon une des reven-
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dications 1 a 6,

caractérisé en ce que

la structure de conducteur interne (2) est incorporée
en sandwich entre deux des éléments d’isolation
(4,5).

Composant haute fréquence selon la revendication
7, caractérisé en ce que

les deux éléments d'isolation (4,5) présente des
structures tridimensionnelles identiques et sont dis-
posées en étant décalées d’'un angle, de préférence
de 90°, 'une par rapport a l'autre.

Composant haute fréquence selon une des reven-
dications 1 a 8, qui est réalisé comme un multi-
plexeur, notamment comme un diplexeur.

Composant haute fréquence selon une des reven-
dications 1 a 8, qui est réalisé comme un filtre de
hautes fréquences.

Composant haute fréquence selon une des reven-
dications 1 a 8, qui est réalis€ comme un coupleur
de hautes fréquences.

Composant haute fréquence selon une des reven-
dications 1 a 8, qui est réalisé comme un diviseur de
hautes fréquences.

Elément d’isolation pour composant haute fréquen-
ce selon une desrevendications 1 a 12, qui estformé
d’une feuille de PTFE (10) fagonnée en une structure
en trois dimensions, qui a été fixée par frittage dans
cette structure en trois dimensions et présente une
épaisseur de paroi, qui estinférieure a une épaisseur
de I'élément d’isolation (4,5) induite par la structure
en trois dimensions.

Elément d’isolation selon la revendication 13, dans
lequel I'épaisseur de paroi de la structure en trois
dimensions est comprise entre 50 pum et 500 um.

Elément d’isolation selon la revendication 13 ou 14,
dans lequel la structure en trois dimensions forme
une forme en zigzag ou une forme ondulée.

Elément d’isolation selon la revendication 13 ou 14,
dans lequel la structure en trois dimensions forme
dans au moins une direction des élévations et ren-
foncements en alternance.

Elément d’isolation selon la revendication 15 ou 16,
caractérisé en ce que la structure en trois dimen-
sions est réalisée de maniere symétrique radiale-
ment.
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